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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體基板之洗淨方法，其係包含使用剝離用組成物將半導體基板上之接著層剝離
之步驟，其特徵係，

該接著層為使用含有接著劑成分（S）之接著劑組成物所得之膜，該接著劑成分（S）包
含因矽氫化反應而硬化之聚有機矽氧烷成分（A）；
該剝離用組成物，係含有溶劑且不含有鹽；且

該溶劑，係含有 80質量%以上之以式（L0）~（L4）中任一者表示之有機溶劑；
〔化 1〕

（式中，L101~L112係分別獨立表示氫原子、碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5
之炔基，惟 L101~L112中之至少一個係表示碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5
之炔基；L201~L210係分別獨立表示氫原子、碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數
2~5之炔基，惟 L201~L210中之至少一個係表示碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳
數 2~5之炔基；L301~L308係分別獨立表示氫原子、碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基
或碳數 2~5之炔基，惟 L301~L308中之至少一個係表示碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯
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基或碳數 2~5之炔基；L401~L408係分別獨立表示氫原子、碳數 1~5之烷基、碳數 2~5
之烯基或碳數 2~5之炔基，惟 L401~L408中之至少一個係表示碳數 1~5之烷基、碳數 2~5
之烯基或碳數 2~5之炔基）。

2.　如請求項 1所述之半導體基板之洗淨方法，其中，該溶劑係含有 85質量%以上之該以式
（L0）~（L4）中任一者表示之有機溶劑。

3.　如請求項 2所述之半導體基板之洗淨方法，其中，該溶劑係由該以式（L0）~（L4）中
之任一者表示之有機溶劑所成。

4.　如請求項 1所述之半導體基板之洗淨方法，其中，該碳數 1~5之烷基，係甲基、乙基、
正丙基或異丙基；

該碳數 2~5之烯基，係乙烯基、1-甲基乙烯基或 2-甲基乙烯基；
該碳數 2~5之炔基，係乙炔基或 2-甲基乙炔基。

5.　如請求項 4所述之半導體基板之洗淨方法，其中，該 L101 ～ L112中之一個或兩個，係

碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5之炔基，其餘則係氫原子；
該 L201 ～ L210中之一個或兩個，係碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5之炔
基，其餘則係氫原子；

該 L301 ～ L308中之一個或兩個，係碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5之炔
基，其餘則係氫原子；

該 L401 ～ L408中之一個或兩個，係碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5之炔
基，其餘則係氫原子。

6.　一種加工後之半導體基板之製造方法，其係包含：
第 1步驟，製造具備半導體基板、支撐基板、及由接著劑組成物所得之接著層之積層
體；

第 2步驟，加工所得之積層體之半導體基板；
第 3步驟，自支撐基板分離半導體基板及接著層；以及
第 4步驟，使用剝離用組成物剝離半導體基板上之接著層；其特徵係，
該接著層為使用含有接著劑成分（S）之接著劑組成物所得之膜，該接著劑成分（S）包
含因矽氫化反應而硬化之聚有機矽氧烷成分（A）；
該剝離用組成物，係含有溶劑且不含有鹽；

該溶劑，係含有 80質量%以上之以式（L0）~（L4）中任一者表示之有機溶劑；
〔化 2〕

（式中，L101~L112係分別獨立表示氫原子、碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5
之炔基，惟 L101~L112中之至少一個係表示碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5
之炔基；L201~L210係分別獨立表示氫原子、碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數
2~5之炔基，惟 L201~L210中之至少一個係表示碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳
數 2~5之炔基；L301~L308係分別獨立表示氫原子、碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基
或碳數 2~5之炔基，惟 L301~L308中之至少一個係表示碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯
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基或碳數 2~5之炔基；L401~L408係分別獨立表示氫原子、碳數 1~5之烷基、碳數 2~5
之烯基或碳數 2~5之炔基，惟 L401~L408中之至少一個係表示碳數 1~5之烷基、碳數 2~5
之烯基或碳數 2~5之炔基）。

7.　如請求項 6所述之加工後之半導體基板之製造方法，其中，該溶劑係含有 85質量%以上
之該以式（L0）~（L4）中任一者表示之有機溶劑。

8.　如請求項 7所述之加工後之半導體基板之製造方法，其中，該溶劑係由該以式（L0）~
（L4）中任一者表示之有機溶劑所成。

9.　如請求項 6所述之加工後之半導體基板之製造方法，其中，該碳數 1~5之烷基，係甲
基、乙基、正丙基或異丙基；

該碳數 2~5之烯基，係乙烯基、1-甲基乙烯基或 2-甲基乙烯基；
該碳數 2~5之炔基，係乙炔基或 2-甲基乙炔基。

10.   如請求項 9所述之加工後之半導體基板之製造方法，其中，該 L101 ～ L112中之一個或

兩個，係碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5之炔基，其餘則係氫原子；
該 L201 ～ L210中之一個或兩個，係碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5之炔
基，其餘則係氫原子；

該 L301 ～ L308中之一個或兩個，係碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5之炔
基，其餘則係氫原子；

該 L401 ～ L408中之一個或兩個，係碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5之炔
基，其餘則係氫原子。

11.   一種剝離用組成物之用途，其係於將半導體基板洗淨時用以剝離該半導體基板上之接著
層，其特徵係，

該接著層為使用含有接著劑成分（S）之接著劑組成物所得之膜，該接著劑成分（S）包
含因矽氫化反應而硬化之聚有機矽氧烷成分（A）；
該剝離用組成物，係含有溶劑且不含有鹽；

該溶劑係含有 80質量%以上之以式（L0）~（L4）中任一者表示之有機溶劑；
〔化 3〕

（式中，L101~L112係分別獨立表示氫原子、碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5
之炔基，惟 L101~L112中之至少一個係表示碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5
之炔基；L201~L210係分別獨立表示氫原子、碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數
2~5之炔基，惟 L201~L210中之至少一個係表示碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳
數 2~5之炔基；L301~L308係分別獨立表示氫原子、碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基
或碳數 2~5之炔基，惟 L301~L308中之至少一個係表示碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯
基或碳數 2~5之炔基；L401~L408係分別獨立表示氫原子、碳數 1~5之烷基、碳數 2~5
之烯基或碳數 2~5之炔基，惟 L401~L408中之至少一個係表示碳數 1~5之烷基、碳數 2~5
之烯基或碳數 2~5之炔基）。
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12.   如請求項 11所述之剝離用組成物之用途，其中，該溶劑係含有 85質量%以上之該以式
（L0）~（L4）中任一者表示之有機溶劑。

13.   如請求項 12所述之剝離用組成物之用途，其中，該溶劑係由該以式（L0）~（L4）中任
一者表示之有機溶劑所成。

14.   如請求項 11所述之剝離用組成物之用途，其中，該碳數 1~5之烷基，係甲基、乙基、正
丙基或異丙基；

該碳數 2~5之烯基，係乙烯基、1-甲基乙烯基或 2-甲基乙烯基；
該碳數 2~5之炔基，係乙炔基或 2-甲基乙炔基。

15.   如請求項 14所述之剝離用組成物之用途，其中，該 L101 ～ L112中之一個或兩個，係碳

數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5之炔基，其餘則係氫原子；
該 L201 ～ L210中之一個或兩個，係碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5之炔
基，其餘則係氫原子；

該 L301 ～ L308中之一個或兩個，係碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5之炔
基，其餘則係氫原子；

該 L401 ～ L408中之一個或兩個，係碳數 1~5之烷基、碳數 2~5之烯基或碳數 2~5之炔
基，其餘則係氫原子。
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